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【背景】次世代の電子デバイスが大きな注目を集めている中、容易で安価、環境負荷が小さい製造プロセスや機

械的柔軟性といった特徴を有する有機半導体材料の開発が盛んに行われている。代表的なp型有機半導体材料であ

るペンタセンは、耐酸化性に乏しくかつ溶解性が極めて低いため、プリンティングプロセスへの適用が難しい。

本研究では、ペンタセンの酸化劣化に注目し、酸化を受けやすい6位ならびに13位炭素をペルフルオロアルキル基

（Rf基）で保護した6,13-ビス（ペルフルオロアルキル）ペンタセンを開発した。6,13位への導入はRf基の電子求

引性のために、LUMOのエネルギー準位の低下が期待され、耐酸化性の向上ならびに溶媒への溶解性が付与でき

る。本研究では、Rf基が凝集する“フルオロフィリック効果”によって生じる、分子間相互作用を利用した高次

構造制御の検証を目的とする。 

【実験】Figure 1 に対称または非対称6,13-ビス（ペルフルオロアルキル）ペンタセ

ンを示す。Rf基はCF3基からC10F21基まで炭素数を適宜変更し、炭素数と薄膜物性お

よび有機半導体特性との相関を調査した。薄膜物性を検討するため、光電子分光法に

よる仕事関数評価、AFMによるグレインサイズ評価および薄膜XRDによる高次構造、

配向性評価を行った。有機半導体特性は、蒸着法または塗布法によって有機半導体薄

膜を作成したのち、シャドウマスクを用いてAu電極を蒸着法により作成し、トップ

コンタクト-ボトムゲート型有機電界効果トランジスタとして評価した。 

【結果および考察】有機半導体層を蒸着法で作成した有機電界効果トランジスタの半導体動作特性を評価すると、

Rf1=Rf2=CF3の対称ペンタセンはn型、Rf1=CF3, Rf2=C8F17の非対称ペンタセンはp型特性を示した。この原因につ

いては現在調査中であるが、分子構造の対称性により、異なる半導体特性を発現する興味深い材料である。また、

Rf基の炭素数増加に伴い、蒸着薄膜のグレイン形状が粒状から針状へ変化していく過程が観察された。さらにそ

のOut-of-plane XRD評価では、2< 5o 
に高次レイヤー構造起因の回折ピークが現れた。in-plane XRD評価ではRf

基が凝集し、ヘキサゴナルパッキング構造を有する際に特徴的に現れる回折ピークが確認され、その回折強度は

Rf基の炭素数と相関があった。本発表では、Rf基の凝集効果“フルオロフィリック効果”に焦点を当て、6,13-ビ

ス（ペルフルオロアルキル）ペンタセン薄膜の高次構造と有機半導体特性について報告する。 
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